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Groma Istvan, ELTE

Conductior
hole

Conduction
electron

Valence hole

energy

o —

conduction
band

© unoccupied state
® occupied state

band

£

0
electron wave vector, k&

Kondenzilt anyagok fizikija, Félvezetk

Valence hole

3/15



n-p gerjesztés

Allapotsﬁrﬁség p tipus

Betoltottség

R 1
n(T)_/E pe(E)——r——dE
. eFET 41
E, 1
)= [ B |1- = dE
oo e’ 1

Groma Istvan, ELTE Kondenzilt anyagok fizikdja, FélvezetSk 4/15



n-p gerjesztés

E, 1
P(T):/ Pv(E),LTdE
> eksT +1

E — E. >> kg T, j6 a klasszikus kozelités

n(T) = /EOO pc(E)e_%TEdE = Nc(T)e

E, _pn—E _
p(T):/ pu(E)e” 8T dE = P,(T)e

oo E-E
NC(T):/ pe(E)e” FsT dE

c

Groma Istvan, ELTE Kondenzilt anyagok fizikdja, FélvezetSk

Ec—p
kg T

n—Ey
kg T

5/15
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Semleges félvezetd
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Semleges félvezetd
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Dépolt félvezeté
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Transisztor

attain,Shockley 1947, 1956
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50 Years and Counting..
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Transisztor

le = ale a =~ 0.95
Kirchoff torvény
le = Ic + Ib
Innen
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Metalized contacts

() Basic epitaxial planar structure

Groma Istvan, ELTE Kondenzilt anyagok fizikdja, Félvezeték 12/15



Erésité

Use = Upe(lp) + Rele
Uqg = Ut—Rcl
Uge + AUge = Ube(lb + AIb) + Re(le + AIe)
Uk + AUk = Ut —Rc(lc + Ale)
Groma Istvan, ELTE Kondenzalt anyagok fizikdja, Félvezeték

13/15



Erésité

AUpe = Upe(lp + Alp) — Upe(lp) + Re A e
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FET, MOSFET

Souice (5) bord v Drain (D)
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